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原子力発電プラント内で使用される圧力伝送器の更なる耐放射線性向上のために、耐放射線 SiC オペアンプ

を開発した。圧力伝送器の回路に SiCオペアンプを適用し、照射試験を実施した結果を報告する。 
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1. 緒言 

圧力伝送器は、原子力プラントの流体圧力や水位、流量等の計測に用いられる重要計器の一つである。こ

の計器の耐放射線性向上(積算 50kGy 以上)を目的に、放射線に弱い従来のケイ素(Si)から耐放射線性に優れ

る炭化ケイ素(SiC)をベースとしたオペアンプを開発した[1]。開発した SiCオペアンプを搭載した圧力伝送器

を試作し、耐放射線性能を確認するためのγ線照射試験を実施した。 

2. 試験内容及び結果 

圧力伝送器を構成する電子部品のうち、オペアンプが最も放射線に弱く、オペアンプ単体では約 0.3kGy で

オフセット電圧の仕様範囲(±5mV 以内)を逸脱することを確認している[2]。これはγ線による電離作用によ

り、酸化膜界面に電荷が蓄積するためである[1]。その対策として、耐放射線性に優れる SiC を用いたオペア

ンプを開発した。圧力伝送器への適用には初期オフセット電圧の低減が重要課題であり、対策として酸化膜

の薄膜化により目標仕様の±5mV 以内に抑えることに成功した。この SiC オペアンプを圧力伝送器に複数実

装し、入出力特性(1-5V 出力)等の計測性能が仕様を満たすことを確認できたため、γ線照射による耐放射線

性能評価を実施した。Co-60 線源に対し線量率を 1kGy/h とし、圧力伝送器出力の初期値に対して許容誤差(±

10％)を逸脱するまでγ線を照射した。その結果、積算

423kGy まで許容誤差以内で動作できることを確認した(図

１)。なお、許容値を逸脱した原因はオフセット電圧のドリ

フト(約 10mV)であるが、オフセット補償など回路側の対策

追加により更なる耐放射線向上が見込める。本結果より、

これまで適用できていなかった過渡的な高線量環境下にお

いても、既存の圧力計測システムで長時間安定して圧力や

水位等の重要パラメータを計測できる見通しを得た。今後

は、実機適用に向けた製品化を進める計画である。 
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図１ γ線照射による圧力伝送器の出力影響 
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